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我所“知识创新工程”成果展示之三--红外微光机
电技术研究 

 来源：技术物理研究所网站 作者：综合报道 

  

其取得的研究成果如下： 

1． 完成红外敏感元微桥结构设计研究，确定了增强微桥吸收率的关键设计参数。通过理论

研究与计算，获得了1/4λ微桥谐振腔结构设计的红外吸收率（发射率）与表面电阻、衬底反

射电阻之间的关系，确定了增强红外吸收的表面电阻、衬底反射电阻、微桥高度等关键设计

参数，样品的实测吸收率在x~xxxμm波段大于>80%，达到研究目标。该成果对器件的设计优

化具有重要指导意义。 

2． 完成表面微机械加工技术研究，建立了以聚酰亚胺牺牲层、低应力介质膜制备和干法刻

蚀为基础的红外微光机电器件表面微机械加工技术平台。项目攻克了聚酰亚胺牺牲层工艺，

并利用硅工艺线常规设备发展了一种低应力PECVD复合介质膜制备技术，解决了多层膜之间

的应力平衡问题，采用干法刻蚀工艺获得了平整度良好的微桥结构。该项成果适用于多种微

机械结构器件的研制，已申请新型实用专利。 

3． 完成VOx热敏薄膜制备技术研究，采用新方法制备出了TCR > x%的VOx热敏薄膜。项目发

展了一种V2O5粉末靶溅射退火还原制备VOx热敏薄膜的新方法，利用常规设备在低温下（≤

xxx℃）获得了TCR>x%的VOx热敏薄膜，同时，攻克了VOx薄膜的刻蚀技术，使得该项成果成

功应用于硅非致冷焦平面的研制中。 

4． 开展了TiNx薄膜电阻制备技术研究，获得了不同电阻率的TiN薄膜，研制出国内第一个

TiN薄膜红外微辐射元器件。采用反应溅射法制备出了电阻率在xxxμΩ~xxxμΩ的TiNx导电薄

膜。应用该项成果在国内首先研制出了TiNx红外微辐射元器件。与传统的采用单晶硅、体加

工方法研制的红外微辐射元相比，TiNx红外微辐射元的功耗降低了1个量级，为新型MOS电阻

阵红外目标模拟器的研制奠定了基础。 

5． 开展微桥式非致冷焦平面研制，研制出国内第一个yyyx1硅非致冷焦平面样品。应用微
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桥结构设计、表面微机械加工、VOx薄膜制备等研究成果，研制出了yyyx1非致冷探测器列

阵，与yyyx1读出电路互联，研制出国内第一个硅非致冷焦平面样品。焦平面在x-xxxμm波段

的平均响应率≧yxyyyV/W，平均黑体D*>yxyyycmHz1/2/W，为进一步研制单片式、高性能的

非致冷焦平面打下基础。 

 

 相关信息：成果展示

· 我所参加中国江苏首届产学研合作成果展示洽谈会 (11.23) 
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